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1. DATOS BÁSICOS DEL TFG:

Título: Estudio de las propiedades de los defectos en las dinámicas de dispositivos RRAM

Descripción general (resumen y metodología):

En la actualidad, el desarrollo de nuevas tecnologías de memoria no volátil es esencial para
satisfacer las crecientes demandas de rendimiento, densidad y eficiencia energética en dispositivos
electrónicos. Entre las alternativas más prometedoras se encuentran las memorias RRAM (o
memristors), que se basan en el fenómeno de “resistive switching”, un cambio reversible y no
volátil del estado de resistencia del material dieléctrico al aplicar un estímulo eléctrico. Este
proceso está fuertemente influenciado por la presencia y dinámica de defectos estructurales en el
material activo del dispositivo. Comprender el papel de estos defectos es y sus propiedades es
fundamental para optimizar el rendimiento de las RRAM y avanzar en su integración en
aplicaciones comerciales.
El presente proyecto de fin de grado tiene como objetivo principal el estudio del papel de los
defectos en los procesos de resistive switching en dispositivos RRAM. Se analizará cómo distintas
propiedades de los defectos afectan los mecanismos de conmutación resistiva, utilizando
simulaciones TCAD o análisis experimentales previos. Asimismo, se explorarán las posibles
aplicaciones específicas asociadas a cada tipo de defecto, considerando su impacto en la eficiencia,
escalabilidad y fiabilidad de estos dispositivos.
Este estudio contribuirá a una comprensión más profunda del funcionamiento de las memorias
resistivas.

Tipología: Trabajos experimentales, de toma de datos de campo o de laboratorio.

Objetivos planteados:

Familiarizarse con herramientas de simulación TCAD comerciales, en particular con su uso para
modelar dispositivos semiconductores en condiciones realistas.
Estudiar el efecto de defectos materiales (trampas, impurezas, dislocaciones) en el
comportamiento eléctrico del dispositivo.
Diseñar y simular estructuras RRAM variando geometría, materiales y condiciones de operación.
Crear un mapa de posibles aplicaciones de cada uno de los materiales (junto con sus defectos)
según la respuesta eléctrica que proporcionan.
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Recomendaciones y orientaciones para el estudiante:

Para este proyecto se recomienda encarecidamente tener experiencia en programación (Python o
Matlab preferentemente), principalmente enfocado al manejo y el análisis de datos. También, se
necesita conocimientos de Excel o similares.
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